
  

     2026-2032全球与中国CMOS硅基背板市场调研报告 

【行业】:电子及半导体 【报告编码】:179333167844472  

【出版时间】:2026-10-30 【订购热线】:+86 180 2246 3983

【电子邮件】:market@winmarketresearch.com

【报告价格】: ¥18900.00 中文电子版
¥18900.00 英文电子版
¥37800.00 中文+英文电子版

  内容摘要
  

根据统计及预测，2025年全球CMOS硅基背板市场销售额达到了0.66亿美元，预计2032年将达到6.50亿美元，年复合增长
率（CAGR）为24.5%（2026-2032）。
CMOS硅基背板是采用单晶硅晶圆及CMOS半导体工艺制造的高密度有源矩阵驱动背板，主要为Micro-OLED微显示器提供
像素级驱动、寻址、灰阶控制、补偿及外围逻辑功能。与LTPS或氧化物TFT玻璃背板相比，CMOS硅基背板能够实现更小
像素间距和更高像素密度，因此特别适合尺寸受限且要求超高分辨率的近眼显示。商业产品主要采用200 mm和300
mm晶圆制造，现有制造平台覆盖180 nm、110 nm、65 nm等成熟及特色CMOS工艺，并逐步集成低漏电、高压驱动、温
度补偿和电压补偿等功能。产品通常以完成CMOS电路制造的整片晶圆或背板芯片形式交付，由下游Micro-OLED厂商继续
完成阳极、OLED蒸镀、封装、彩色化及模组制程。本报告聚焦用于Micro-OLED/OLEDoS的CMOS硅基背板，主要覆盖AR
/VR/MR头显、智能眼镜、电子取景器、国防夜视、医疗和专业微显示应用。当前商业背板像素密度已超过5,000
PPI，下一代产品继续向更小像素间距和高压驱动架构演进。
核心发现2025年全球CMOS硅基背板加权平均价格约为2,500–3,200美元/片。2025年行业整体毛利率约为28%–40%。20
0 mm晶圆仍主要用于成熟及特色CMOS工艺。XR仍是最大的下游需求市场，AR智能眼镜是重要新增应用方向。
行业发展趋势
CMOS硅基背板的技术竞争正在由单纯追求像素密度，转向像素间距、功耗、驱动电压、功能集成度和制造良率的综合优化
。更小的CMOS工艺节点有利于提高集成度，但背板本质上属于模拟及混合信号特征较强的显示驱动器件，并非传统逻辑芯
片，因此成熟及特色CMOS工艺仍具有较强商业价值。目前专用平台同时存在180 nm和65
nm路线，说明先进节点并不会简单替代成熟节点，不同面板尺寸、像素结构和驱动电压要求仍对应不同的最优工艺组合。
高压CMOS正在成为高亮度Micro-OLED的重要技术方向。叠层OLED能够提升亮度，但同时要求背板提供更高驱动电压，
由此推动低漏电高压晶体管及新型像素电路的发展。Fraunhofer
IPMS已展示支持叠层OLED的高压CMOS背板，亮度可提升至10,000
cd/m²以上，为户外AR等高亮近眼显示提供新的技术路径。
市场动态
行业正在由高度集中的定制化供应模式逐步转向自用型设计、独立背板供应商和专业晶圆代工并存的产业结构。CMOS硅基
背板具有明显的客户定制属性，显示尺寸、像素排列、分辨率、接口、OLED驱动电流以及补偿算法通常需要在产品开发早
期确定，因此出货节奏与下游客户验证和XR终端新品量产周期高度相关，而不仅取决于半导体产能扩张。整片晶圆交付仍
是典型商业模式，下游面板厂直接在完成CMOS制程的晶圆上继续加工Micro-OLED显示器件。
驱动因素
超小型、高分辨率和低功耗近眼显示需求是CMOS硅基背板市场的核心驱动力。单晶硅CMOS背板能够实现远高于传统LTP
S OLED的像素密度，适合同时要求微型显示面积和高视觉分辨率的XR设备。AI智能眼镜及新一代AR/VR产品进一步提高了
对集成度、低功耗和小型化光机的要求。中国下一代显示政策也在强化这一产业趋势，明确推动大尺寸CMOS驱动、定制化
低功耗高分辨率CMOS驱动以及硅基OLED量产。
限制因素
行业主要限制因素包括定制开发成本较高、下游客户集中、验证周期较长以及对特色CMOS晶圆制造能力存在依赖。随着采
购量扩大，背板价格也面临一定下降压力。代表性独立供应商的Micro-OLED背板平均售价由2024年的22,561元人民币/片
下降至2025年的17,953元人民币/片，虽然同期销量大幅增加，但规模客户议价、产品组合变化和量产降本会使销售额增速
低于出货量增速。
市场机遇
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300 mm制造、高压CMOS、更小像素间距以及面向AI眼镜和下一代XR的高集成背板是当前最重要的产业机会。随着出货规
模扩大，300 mm晶圆有利于改善晶圆级制造经济性，更先进的CMOS工艺则能够将更多驱动、补偿及接口功能集成至背板
。高压架构进一步拓宽高亮户外AR的应用空间。现有商业平台已经进入5 μm级像素间距，研发路线则继续向2.5
μm以及叠层OLED驱动推进。
行业风险与挑战
良率控制仍是CMOS硅基背板产业化的核心挑战，因为最终产品价值不仅取决于半导体背板制造良率，还受到后续OLED蒸
镀、封装及显示制程兼容性的影响。更大的Die面积、更小像素和更高外围电路集成度都会提高设计及制造难度。同时，Mi
cro-LED微显示在高亮度和户外应用领域形成潜在替代风险。Micro-OLED目前在技术成熟度、效率、对比度及色彩表现方
面仍具优势，高压背板与叠层OLED技术的发展也正在进一步提升其高亮度竞争能力。
产业链分析
上游主要包括电子级硅晶圆、CMOS晶圆制造能力、半导体制造设备、EDA/IP、光罩及特色工艺材料。中游包括背板架构
与像素电路设计、CMOS晶圆制造、晶圆测试及交付，根据企业模式不同，背板设计和物理晶圆制造可以由同一主体完成，
也可以采用Fabless设计企业与专业Foundry分工。下游Micro-OLED厂商取得CMOS背板晶圆后继续完成OLED相关制程，
并最终形成微显示器、光机或显示模组。商业化产品通常采用整片晶圆交付，主要原因是下游面板企业需要直接在背板晶
圆上完成后续Micro-OLED加工。
价值链分析
CMOS硅基背板的核心价值主要集中于像素电路架构、补偿算法、定制化接口、CMOS工艺适配、晶圆良率以及客户认证能
力。更先进工艺节点能够提高集成度和像素密度，但产品价值并不单纯由制程节点决定，晶圆尺寸、背板面积、电压架构
、电路复杂度和订单规模均会影响ASP及毛利水平。12英寸晶圆迁移可以带来规模制造优势，但同时要求足够大的客户项
目消化产能。自主背板设计能力仍具有较高战略价值，因为背板直接影响微显示功耗、均匀性、刷新性能和最终图像质量
。
细分市场分析
按晶圆尺寸，200 mm和300 mm是两类主要商业产品，200 mm仍主要服务成熟及特色CMOS工艺，300
mm则在新增大规模Micro-OLED项目中的重要性持续提高。按工艺节点，可分为180 nm及以上、90–179 nm和90 nm以
下，其中更先进节点主要面向高像素密度和高外围集成需求。按背板电压架构，常规CMOS目前仍构成主要存量路线，高压
CMOS则成为叠层OLED和高亮度产品的重要高价值方向。
按像素间距，4–
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